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時にもドレイン電流が流れ，トランジスタがＯＦＦになっていないことが確認できる。よ
って本研究で使用したデバイスパラメータでは，しきい値電圧を0.45Ｖ以下に下げること
が出来ないことがわかる。
表４に0.35ﾉｕｍプロセス・ラッチ型センスアンプＭＰＲＡＭを用いて，しきい値電圧が
0.90Ｖ，0.75Ｖ，０．６０Ｖ，０．４５Ｖの場合の動作速度を示す。
表３より，動作遅延がしきい値電圧0.90Ｖの13.900ｎｓから，しきい値電圧0.45Ｖ時
には4.185ｎｓと30.11％に減少したことが確認できる。
３．まとめ
表５に，前回（低電圧マルチポートＲＡＭのトランジスタサイズの影響)2)と今回のシミ
ュレーション結果を比べたものを示す。
今回の研究では1.2Ｖ動作での動作速度を前回の29.04ｎsから4.185ｎｓと向上させるこ
とが出来た。これを動作周波数で表すと119.47Ｍｚとなる。
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表５シミュレーション結果の比較
前回 今回
動作電圧 1.5Ｖ 1.2Ｖ
動作速度（遅延） 13.84ｎｓ ４．１８５，ｓ
動作周波数 36.13Ｍｚ １１９．４７ＭＺ
ﾃ鰻パイスパラメータ 0.5」uｍ 0.35ﾉuｍ
また1.2Ｖのバッテリーで駆動させている場合バッテリーが消耗し電圧が1.0Ｖまで低
下した場合でも94.48Ｍｚでの動作が可能である。
本研究中で，最も動作速度の高速化に効果的だったのは，ＭＯＳＦＥＴのしきい値電圧を
低くすることであり，続いてデバイスパラメータの変更，センスアンプ回路の変更であっ
た。センスアンプ回路の変更の効果が低いのは，他の方法は回路全体に影響を与えるのに
対し，この方法はセンスアップ部だけしか効果をもたらさないからである。
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Ｍｕｌｔｉ－ｐｏｒｔＲＡＭｈａｓｂｅｃｏｍｅｏｎｅｏｆｔｈｅkeyelementsforLSIbacauseitallowssimultaneous
accessesfrommultiplesources,andtheparalleloperationscanhaveahighsystemthroughput・Inour
lastresearch0ITheEffectsofTransistorSizeforLow-voltageMulti-portRAM''demonstratedthat
thetargetｃｉｒｃｕｉｔｃｏｕｌｄｒｕｎａｔＬ５ｖｏｌｔｓａｎｄ13.84nsbychangingthetransistorsize・Itseemsnecessary
toreducethevoltageandextendthelifeofthebatteryintheportableapplianceofabatterydrive
Thispaperexaminesthepossibilityofchangingthedeviceparameter,senseamplifier,andthresh
oldvoltagｅｔｏｒｕｎａｔＬ２ｖｏｌｔｓ．
